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Problema 1 (15 puntos)
Dado el circuito de la figura 1.1, del que se conocen los siguientes datos, se pide:
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funcionamiento
Figura 1.2

a) Calcule, justificadamente, el margen de temperaturas que hacen que el componente X trabaje
dentro de los limites de funcionamiento marcados en la figura 1.2. (15 ptos)
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Problema 2 (15 puntos)

Con el resistor Rv de la figura 2.1 vamos a obtener una tension variable en la carga RL.

AN Y
R, Datos:
— ¢ O R, = 5kQ
R,, = 5kQ
R Lineal
= Fgwazi —

Se pide que responda a las siguientes cuestiones:

a) Sien el punto A hay 5V y en el punto B hay 1,5V, ;qué valor tendra R, y qué valor tendra o
(desplazamiento del cursor de Ry?

Dato para este apartado: E=15V % (7 ptos)
N, = E= V4oV — T= S 2mA
A

O(Q\/m"—' Va —\]6 _ :—: O 35
A
d-<)R, =315k — L, = Ve -O\((vimﬂ

"Sl{

b) El resistor R, pertenece a un modelo de P,,=125mW y V,,=100V.
b.1) Calcule P,, I, y V, del resistor R;.

£ = ATl
' j()o _ /?(K " _ ,
Ro=im=doa P U= R = 25V
"Z:m :S_/VV‘A'

b.2) Si R=5kQ, calcule el valor maximo de E para que no se deteriore R; en ninguna
posicion del cursor o. (5 ptos)

(3 ptos)

Feor Como —> scmo — /?//;:2 - 25«a

_ ‘ 373
gmx = Smd 54 SA- 2,5 = 4
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Problema 3 (5 puntos)

En las siguientes cuestiones, marque con una cruz la respuesta o respuestas correctas.
No se considerara correcta aquella cuestion que no sea completada con exactitud. Por ejemplo, si
hay 2 respuestas correctas y solo se ha marcado una bien, la cuestion puntuara con 0.

a) En un semiconductor tipo N...
XLos portadores de carga mayoritarios seran los electrones.
Estara dopado con impurezas aceptoras.
Los portadores de carga minoritarios seran los electrones.

b) Las corrientes de arrastre...
XSon debidas a la presencia de un campo eléctrico.
Son debidas a un gradiente de concentracion.
Son siempre mayores que las de difusion.

c) En una unién PN, la anchura de la zona de deplexion ...
Sera mas estrecha cuanto mas en inverso se polarice la unién.
A Serd mas ancha cuanto mas en inverso se polarice la union.
No cambiara con la polarizacion inversa de la unién.

d) En una union PN polarizada en directo,
La corriente es debida a los portadores minoritarios.
X La polarizacion favorece la difusion y el campo eléctrico interno disminuye.
X La corriente es debida a los portadores mayoritarios.

e) En un semiconductor intrinseco cuando disminuye la temperatura. ..
Aumenta la conductividad.
« Aumenta la movilidad.
% Disminuye la concentracion de portadores de carga.
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Problema 4 (15 puntos)

Dado el circuito de la figura 4.1, se pide:

Datos
Ve Dy D2 SeRales de entrada
<> Ve, F A Vi Ru Ve(t) = 15 sen(2750 1) V
) Diodos
o Vy=0
]I-'M = 20mA
Vv
e<> Ve, y 3 t Viz
Da Ds E=5V
Figura 4.1
a) Dibuje las tensiones de (V) y (V. en la figura 4.2, justificando en cada caso el estado de los
diodos. (10 ptos)
Ve

1(ms)

Figura 4.2
o<tsly
+ OS Ve <E Dy D, ou oFF  Uy#)=E=5/ i
% Ve,4) € D, ou oN D, e bFF VS E ‘/9\13)

* 'fez(+)\< o] DJ on ON Dy o 6FF U (8) = Ve, (+)
TheteT
* ) sg Dy, Do U509 = Vo (4)
o QU\QZQ\-) 49 D: 9 D3 ORF \/L(*_) = =5V
X
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b) Calcule el margen de valores de R,, y R, que hace gue no se queme ningun diodo. (5 ptos)

z -~ b - L/:'{W
* (Pemcpéfo ?'?A t/ghm =gy - C = Asv-5 y
D Rtk
! '3' 2 Ib'fMN( < 1FH IDZW < ]‘FH Ibywt 1D11MM—X: 'QL{
2, iguar ~€_ 150-5V spna.
te 7 Jem 20
Peor casy ParA )
* 5 o Dy Ay i = Viyure =~A50 _(/&2 ,
2 _ vy
RLZ ) -——~‘/:KILZWM -~ 7 (45/) = 45052
Problema 5 s 20mh (10 puntos)

De un transistor tipo Darlington (TIP120) poseemos las siguientes caracteristicas:

(N7 T'P120 \Q\
YI DARLINGTON TRANSISTOR \ )
i __1)/0'~ZJ’ 4/42 Z/ﬁ(/

lmba_ Parameter Value nit ) {10-4J
Ptot | Total Dissipation at Tcase < 25 °C 65 wWi> e 6y
Tamb = 25 °C 2 W-_x7 6.@2 w: 62, )'2/&/
Tstg| Storage Temperature -65to 150 |°C 2
T, |Max. Operating Junction Temperature 160 °C

Responda las siguientes cuestiones:
a) Si el transistor esta trabajando en un circuito, calcule la maxima potencia qué podra

disipar si la temperatura ambiente sube hasta 60°C. (Nota: no se usa disipador). (5 ptos)

ATO- g0 .
EM,«: T 625 T 444 W

b) Si el TIP120 tiene que disipar 7,5W a una temperatura ambiente de 60°C, ;qué
resistencia térmica debe poseer el disipador que utilicemos? (Nota: suponga Rinea=0°CW) (5 ptos)

B & LT oy
{

B < A2 - 492 = 198 TNy
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Problema 6 (20 puntos)

En el circuito de la figura 6.1 se utiliza un transistor bipolar cuyas caracteristicas se adjuntan.

veg
; \ @ Transistor:
//35 a Vae, = 0,6V
o L Veesae = 0,2V
_—_ Vee 1KQ ?La -
T 15V § R Vs B = 100
L
— Vz
5.6V
I T
a) Si Ri=10kQ, calcule el punto de polarizacion del transistor y el valor de Vs. (10 ptos)
’/?/ ﬁ'«?&’w}a w(/), ZL/loW\/M%Y RA~ oufu/&, —_— \/@€ =Q, 6({-
e = Ad0 . @
I_e zAod IG

U
o(g:_(/i\——(ﬁj/n’yﬁ —-——->IB:: 4/q5/(/—14 — I = 0/0650?74’
! = /0‘/ >VCFMT — Ok L &Cﬁk" :

b) Si del transistor conocemos sus valores limite (Icmax=100MA, Vcemax=25V,

Pmax=500mW), halle el valor mas pequefio de R, que podriamos utilizar. (10 ptos)
(Nota: tenga en cuenta las tres limitaciones)

(4]6)]
50/ Clﬁ.g 2 doomA —> R 2 4950

Ve = AT-85= fov < UOém«.L (/’““"’W)

c Ve T = 4o L <osW— R 799

for 7%‘”‘@/ ZE? 99\0.\/
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Problema 7 (20 puntos)

Dado el circuito de la figura 7.1, las ecuaciones y graficas de los transistores MOSFET, se pide:

Vee D
artos:
‘,‘%/ Vee = 5V
PMHS I
o) Vos, k= dmAVE (Vel= 2.5V V;'=—Z,5V
o 0 ko|= 2mA/v? ]Vl sy,
41 2 K= V=25 .
Veo-—d ™ Vs V‘rz - 2.5‘/
+ 1o R, =24 k$2
Q2 '__J \/1 L I
NNOS ]n— > o, \/; Ecuaciones transistores MOSFET
L ¢ RL Ecuacion de Corte: 1,=0
\/ﬁs\’ Ecuacién de Saturaci(’m: 1=k (Vi V,)J
2 = = Ecuacion de Ohmica: Rpys=1/(k (Vi-V1)
Figura 7. 1 Vs =VasVp

Alp

Conduccion Conduccion
Carte . |z : Corte Corte | 27~ Corte
vV, Vasi VGSV Visa=Visi-Vi Vps Vs Vi VG; Visa=Vasi-Vr -Vps
Curvas I-V de NMOS de Acumulacion Cuarvas I-V de PMOS de Acumulacién

a) Calcule el valore de la tension de salida Vs cuando la tensién de entrada vale Ve=5V . (10 ptos)

\/e_-S\/ l/q_s" = Ve-Vee = >V'1; Ay Q, ou covete ID4=¢A
\/qsz-.: (/Cz 5v > \/.rlz 2,5v SyPonemo Y Q,_ N &"U\L{\CA E’;::ﬁ_-ﬂpdV

g
A 2
sz 2 | = = 20050 %-@ 'I,)z+ I =¥ ID; =-1
KOs, ~Vr,)  2uh (5-25) R~y R o
v ie = dp,tKps, 2

Ibz" I|_= ¢A‘

Vhe - '
bS= Tp,- Rps, = gV < VDS@J‘;_-‘- Z5V. &N BIM , CovcertAMBNES N £ Lmite ot
cozte Y SHMILA .

b) Calcule el valore de la tensién de salida ¥s cuando la tensién de entrada vale Ve=0V . (10 ptos)

Ve-gv Vq_{l-.: Ve-Vee = -5V <\/'1‘1 SoPeNEMOS @ €W &N. 6205% [ . 1
bR () San(sv)

Qnsl:,(()'()ﬂ. , (/q52= ‘/e=<7 <\/‘l‘z Qz EN confe 19221{

o
104 "}i{*-IL.: ¥ JD4 a2 Vec = SV =-2mhA T 242w
\fCC= ‘ID1‘QDS) " IL Q\. QDJ" f(zl ARG 4 Z,Qkﬂ.

Upg, = TR -Vee = Zmh-2uKe ~ 5V = - Q2 > Vbsah, = Ves, - Vg, = -3V~ (45

)= -25V

/
Q¢ N MM . —— ) —
[Ty bt 2ostn
QL-fflbs, ?,qm'ﬂmﬂ
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